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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月9日(2012.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方の面に、光吸収層と、前記光吸収層に接して形成された材料層と、を有する第１の基
板を用い、
前記第１の基板の前記材料層が形成された面と、第２の基板の被成膜面とを対向させ、
前記第１の基板の他方の面側から周波数１０ＭＨｚ以上、パルス幅１００ｆｓ以上１０ｎ
ｓ以下のレーザ光を照射し、前記光吸収層と重なる位置にある前記材料層の一部を選択的
に加熱し、前記材料層の一部を前記第２の基板の被成膜面に成膜する成膜方法において、
式（１）または式（２）を満たす条件で成膜することを特徴とする成膜方法。
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【数１】

（式（１）において、ｄは第１の基板の厚さ［ｍ］、ｎは第１の基板の屈折率、ｃは光速
［ｍ／ｓ］、ｔはレーザ光のパルス幅［ｓ］、αは０．２以上の実数を表す。）

【数２】

（式（２）において、ｄは第１の基板の厚さ［ｍ］、ｎは第１の基板の屈折率、Ｗは被照
射面におけるレーザビームの幅［ｍ］、ＮＡはレーザビームを成形するレンズのＮＡを表
す。）
【請求項２】
請求項１において、
前記レーザ光は線状または矩形状に成形されていることを特徴とする成膜方法。
【請求項３】
請求項１または請求項２において、
前記光吸収層は、金属窒化物を含むことを特徴とする成膜方法。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
前記材料層は有機化合物からなることを特徴とする成膜方法。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載の成膜方法を用い、
前記材料層の一部を、前記第２の基板の被成膜面上に形成されている第１の電極上に成膜
することを特徴とする発光装置の作製方法。
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